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CIRCUIT DE REPARATION DE CELLULES DE MEMOIRE EN PANNE DANS UNE MEMOIRE A SEMI-
CONDUCTEURS.

@ Circuit de réparation de cellules de mémoire, caracté-
r%e en ce qu’il comprend un dispositif de coupure de cou- w0 a0
rant (400) pour convertir une alimentation de cellule fournie o1 L croun berustete
aux cellules de mémoire par I'intermédiaire des bornes de
résistance de charge, en un potentiel de masse, et pour
couper une alimentation de courant des transistors de pré-
charge lorsque les cellules de mémoire disposées dans la 204 -5

direction des unités de colonnes sont déterminées comme us1 ]
étant des cellules de mémoire de courant de réserve en
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Arriére plan de l'invention

1. Domaine de l'invention

La présente invention concerne un circuit de répa-
ration de cellules de mémoire destiné & étre utilisé dans une
mémoire a semi-conducteurs comportant un certain nombre de cel-
lules de mémoire, chacune des cellules de mémoire comprenant
des bornes de résistance de charge branchées par 1'intermé-
diaire de moyens de limitation de courant, une paire de tran-
sistors d'accés dont les bornes de drain sont branchées aux
bornes de résistance de charge, dont les bornes de grille sont
branchées a une ligne de mots et dont les bornes de source sont

branchées a une paire de lignes de bits, ainsi qu'une paire de

transistors de commande dont les bornes de grille sont a cou-

plage croisé avec les bornes de drain des transistors d'accés,
et un certain nombre de paires de transistors de précharge pour
précharger la paire de lignes de bits dans la direction des
unités de colonnes.

Ainsi, l'invention concerne un circuit de répara-
tion d'une puce de courant de réserve en panne et, plus parti-
culiérement, un circuit de réparation de cellules de mémoire
qui est capable de remplacer, par des cellules de mémoire a re-
dondance, des cellules de mémoire dans lesquelles une panne de
courant de réserve peut se produire, ou une seule et/ou plu-
sieurs colonnes ayant les cellules de mémoire. La présente de-
mande est basée sur la demande Coréenne No. 17840/1995 qui est
incorporée ici a titre de référence.

2. Description de la technique concernée

En général, dans les mémoires vives statiques
(SRAMs) faisant beaucoup de courant de réserve, l'une des prin-
cipales causes de la réduction du rendement de production est
une panne du courant de réserve. En particulier, lorsque la ca-
pacité de mémoire augmente et lorsque le nombre de cellules de
mémoire augmente, une valeur caractéristique de courant de ré-
serve est égale ou inférieure a une valeur conventionnelle. Par
suite, dés qu'une puce est déterminée comme étant une puce de
courant de réserve en panne dans un état de plaquette, la puce

est considérée comme une puce en panne apparaissant dans 1l'état
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opérationnel, et les cellules en panne & l'intérieur de la
piéce sont remplacées par des cellules de redondance.

Dans les dispositifs de mémoire a semi-conducteurs
tels que par exemple les SRAMs faisant beaucoup de courant de
réserve, les causes de panne de courant de réserve peuvent gé-
néralement se trouver dans un réseau de cellules de mémoire et
dans les circuits périphériques. En premier lieu, dans les cir-
cuits périphériques, la panne de courant de réserve se produit
dans le cas d'un courant de trop grande fuite de dispositifs
actifs comportant des transistors a l'intérieur des circuits
périphériques, ou dans le cas d'un défaut de connexion des dis-
positifs de connexion internes dans les circuits périphériques.
Par suite, méme si 1l'état de panne de courant de réserve est
généré dans un processus momentanément anormal, ou sous ltac-
tion d'un facteur extérieur di & une particule, le circuit en
panne a l'intérieur du circuit périphérique doit étre remplacé
par un circuit normal. Cependant, si l'on ne prévoit pas de
circuits périphériques redondants ou de dispositifs de con-
nexion internes redondants, il est impossible que le circuit de
courant de réserve en panne soit remplacé par le circuit nor-
mal.

En second lieu, on décrira en se référant a la fi-
gure 1 le cas ou l'on génére une panne de courant de réserve
dans le réseau de cellules de mémoire. La figure 1 est un sché-
ma de circuit illustrant une structure de cellule de mémoire
dans une mémoire vive statique typique. Dans une cellule de mé-
moire 30, les noeuds connectés aux sources de courant qui peu-
vent générer la panne de courant de réserve, sont les noeuds 32
et 33 des paires de lignes de bits BL et BLb, ainsi qu'un noeud
31 d'alimentation de cellule. Comme le noeud 31 recevant l'ali-
mentation de cellule est connecté & une résistance de charge
élevée ou a un moyen de limitation de courant, un courant de
maintien de données extrémement limité est appliqué aux noeuds
de cellule CD et CDb 34 et 35 apparaissant aux bornes de drain
des transistors d'accés 36 et 37. De plus, les sources de cou-
rant (comprenant des sources alimentées par un circuit de pré-
charge 20) connectées aux noeuds 32 et 33 des paires de lignes

de bits BL et BLb, sont appliquées aux lignes de bits par le
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circuit de précharge 20 maintenant les lignes de bits & une
tension donnée dans un état de réserve. Dans le cas ol la
source de courant alimentant les lignes de bits génére la panne
de courant de réserve, un schéma de circuit destiné 3 la répa-
ration de la panne de courant de réserve, est représenté 3 la
figure 2 et décrit dans le brevet U.S. No. 4 587 639.

La figure 2 est un schéma de circuit illustrant un
circuit de réparation de cellules de mémoire de courant de ré-
serve en panne, qui s'applique en particulier au cas od les
sources de courant connectées aux lignes de bits (c'est a dire
le circuit de précharge de lignes de bits 20) générent la panne
de courant de réserve. Un circuit de réparation 50, qui com-
prend des fusibles F11 branchés chacun entre une borne d'une
charge a4 haute résistance et le potentiel de masse, est connec-
té au circuit de précharge 20 dans des unités de colonnes. Le
circuit de réparation 50 retire sélectivement les sources de
courant fournissant du courant aux cellules de mémoire 30 ou &
la colonne comportant les cellules de mémoife 30, lorsqu'une
panne de courant de réserve se produit, ce qui évite ainéi
l'écoulement d'un courant de réserve anormal & travers la co-
lonne en panne. Bien évidemment, la colonne en panne peut étre
remplacée par une colonne redondante. Le circuit de la figure 2
est différent du circuit de réparation de cellules en panne ty-
pique, en ce que le circuit de précharge de lignes de bits 20
positionné dans la colonne en panne, est coupé.

Si l'on détermine que la colonne 11 a la panne de
courant de réserve, le fusible Fl11 connecté aux grilles des
transistors M1l en M12 & l'intérieur du circuit de précharge 20
de la colonne 11, est grillé. Ainsi, lorsqu'un niveau logique
"haut" est appliqué aux grilles du circuit de précharge de 1li-
gnes de bits 20 correspondant a la colonne en panne, les tran-
sistors M1l et M12 sont coupés. Par suite, l'alimentation de
courant des lignes de bits de la colonne en panne est stoppée.

Cependant, comme le circuit de la figure 2 empéche
le fonctionnement du circuit de précharge de lignes de bits 20,
il se pose le probleme que la panne de courant de réserve appa-
raissant au noeud 31 d'alimentation de cellules de la figure 1,

ne peut étre réparée. Par suite, pour résoudre ce probléme, un
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autre circuit de réparation de cellules de courant de réserve
en panne 60, selon l'art antérieur, est représenté a la figure
3 et décrit dans le brevet U.S. No. 4 639 895. En se référant a
la figure 3, le circuit de réparation de cellules de courant de
réserve en panne 60 comprend des transistors d'émission qui
émettent une tension d'alimentation en réponse & l'application
d'un signal Pb d'état logique "bas", et des fusibles F21 con-
nectés chacun aux transistors d'émission. Le circuit 60 de ré-
paration de cellules de courant de réserve en panne sépare les
lignes d'alimentation de cellules & l'intérieur du réseau de
cellules de mémoire, par une rangée unique ou par un nombre
spécifique de rangées dans la direction des rangées, et con-
necte les lignes d'alimentation de cellules. Ainsi, l'alimenta-
tion de cellule fournie a une cellule de mémoire de courant de
réserve en panne ou a la rangée comportant cette cellule, est
stoppée, ce qui évite que la panne de courant de réserve soit
générée sur la cellule de mémoire en panne ou dans la direction
de la rangée. Par exemple, lofsqu'on détermine que la rangée 21
a le courant de réserve en panne, l'alimentation de cellule
connectée a la cellule de mémoire correspondant a cette rangée,
est stoppée du fait que le fusible F21 saute.

Dans les figures 2 et 3 cependant, les circuits ont
certaines difficultés a réparer la panne de courant de réserve.
L'opération de réparation de la figure 2 est effectuée dans des
unités de colonnes et l'opération de réparation de la figure 3
est effectuée dans des unités de rangées. Par suite, si 1'opé-
ration de réparation est effectuée simultanément dans les di-
rections des rangées et des colonnes, une opération de
réparation double est nécessaire et l'on utilise des fusibles
doubles et des circuits de réparation doubles dans le disposi-
tif de mémoire. Dans ce cas, le dispositif de mémoire peut
avolir une structure compliquée et son rendement de production
peut étre réduit en conséquence.

Résumé de 1l'invention

La présente invention a donc pour but de créer un
circuit de réparation de cellules de mémoire en panne qui soit

capable de s'affranchir des problémes ci-dessus.
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Un autre but de la présente invention est de créer
un circuit de réparation de cellules de mémoire qui soit capa-
ble de réparer une cellule de mémoire en panne dans une unité
de colonne unique ou dans un nombre spécifique d'unités de co-
lonnes, dans le cas ou une cause de cellule de mémoire en panne

~

est liée a une alimentation de cellule branchée & un noeud
d'alimentation de cellule d'une cellule de mémoire & 1l'inté-
rieur d'un réseau de cellules de mémoire.

Pour atteindre ces buts ainsi que d'autres, un cir-
cuit de réparation de cellules de mémoire en panne dans une mé-
moire a semi-conducteurs comportant un certain nombre de
cellules de mémoire, chacune de ces cellules de mémoire compre-
nant des bornes de résistance de charge branchées par 1l'inter-
médiaire d'une résistance ou de moyens de limitation de
courant, une paire de transistors d'accés dont les bornes de
drain sont branchées aux bornes de résistance de charge, dont
les bornes de grille sont branchées a une ligne de mots, et
dont les bornes de source sont branchées a une paire de lignes
de bits, ainsi qu'une paire de transistors de commande dont les
bornes de grille sont & couplage croisé avec les bornes de
drain des transistors d'accés, et un certain nombre de paires
de transistors de précharge pour précharger la paire de lignes
de bits dans la direction des unités de colonnes,

comprend un dispositif de coupure de courant pour
convertir une alimentation de cellule fournie aux cellules de
mémoire par l'intermédiaire des bornes de résistance de charge,
en un potentiel de masse, et pour couper une alimentation de
courant des transistors de précharge lorsque les cellules de
mémoire disposées dans la direction des unités de colonnes sont
déterminées comme étant des cellules de mémoire de courant de
réserve en panne.

Dans une réalisation préférentielle de la présente
invention, le dispositif de coupure de courant comprend une ré-
sistance et un dispositif de fusible branchés séquentiellement
entre l'alimentation de cellule et la masse, un premier inver-
seur comportant une borne d'entrée branchée a un point de con-
nexion entre la résistance et le dispositif de fusible pour

fournir le potentiel de masse aux bornes de résistance de
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charge en faisant sauter le dispositif de fusible dans le cas
ou les cellules de mémoire sont les cellules de courant de ré-
serve en panne, et un second inverseur branché a une borne de
sortie du premier inverseur pour fournir l'alimentation de cel-
lule aux bornes de grille de la paire de transistors de pré-
charge dans le cas ou le premier inverseur fournit en sortie le
potentiel de masse.

Dans une autre réalisation préférentielle de 1la
présente invention, le dispositif de coupure de courant com-
prend une résistance et un dispositif de fusible branchés sé-
quentiellement entre l'alimentation de cellule et un noeud ; un
premier dispositif comportant une borne de sortie branchée au
noeud, une borne d'entrée branchée a un signal de sélection ex-
terne, et l'autre borne branchée & un premier signal de sélec-
tion interne, pour déterminer une cellule de mémoire de courant
de réserve en panne en réponse au premier signal interne et/ou
au signal de sélection externe ; un second dispositif compor-
tant une borne d'entrée branchée & un noeud de connexion entre
la résistance et le dispositif de fusible pour fournir le po-
tentiel de masse aux bornes de résistance de charge en faisant
sauter le dispositif de fusible dans le cas ou les cellules de
mémoire sont déterminées comme étant les cellules de mémoire de
courant de réserve en panne ; et un troisiéme dispositif com-
portant une borne d'entrée branchée & une borne de sortie du
second dispositif, et 1l'autre borne d'entrée branchée a un se-
cond signal de sélection interne, pour fournir 1l'alimentation
de cellule aux bornes de grille de la paire de transistors de
précharge, dans le cas ou le second dispositif fournit en sor-
tie un potentiel de masse, et pour fournir une tension donnée
aux bornes de grille de la paire de transistors de précharge en
réponse au second signal de sélection interne, dans le cas ou
le second dispositif fournit en sortie l'alimentation de cel-
lule.

Le premier dispositif est une porte NON-OU, le se-
cond dispositif est un inverseur et le troisiéme dispositif est
une porte NON-ET.
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Selon une autre caractéristique de 1’invention, la
premiére entrée de la porte NON-OU est un signal de décodage
d'adresse de colonne.

Bréve description des dessins

La présente invention sera décrite ci-aprés de ma-
niére plus détaillée a l'aide de modes de réalisation représen-
tés sur les dessins annexés dans lesquels les mémes composants
sont désignés par les mémes références et dans lesquels
- la figure 1 est un schéma de circuit illustrant une structure

de cellule de mémoire dans une mémoire vive statique typi-
que ;

- la figure 2 est un schéma de circuit illustrant un circuit de
réparation de cellules de courant de réserve en panne dans un
dispositif de mémoire conventionnel ;

- la figure 3 est un schéma de circuit illustrant un circuit de
réparation de cellules de courant de réserve en panne dans un
autre dispositif de mémoire conventionnel ;

- la figure 4 est un schéma de circuit illustrant un circuit de
réparation de cellules de courant de réserve en panne selon
une forme de réalisation de la présente invention ; et

- la figure 5 est un schéma de circuit illustrant un circuit de
réparation de cellules de courant de réserve en panne selon
une autre forme de réalisation de la présente invention.

Description détaillée des modes de réalisation préférentiels

On remarquera que les mémes références sont utili-
sées pour désigner les mémes éléments ou piéces méme s'ils peu-
vent étre représentés dans des dessins différents. De plus,
dans la description qui suit, de nombreux détails spécifiques
tels que des composants et algorithmes particuliers pour les
circuits spécifiques, sont indiqués pour permettre une
meilleure compréhension de la présente invention.

I1 apparaitra cependant & un spécialiste de 1la
question qué la présente invention peut étre mise en oeuvre
sans ces détails spécifiques. En outre, dans la description qui
suit, on évitera de décrire de facon détaillée des fonctions et
détails de construction connus compliquant inutilement 1'objet

de la présente invention.
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Bien que la présente invention soit plus particu-
liérement représentée et décrite dans la description détaillée
qui suit, les spécialistes de la question comprendront que de
nombreuses modifications de forme et de détails peuvent lui
étre apportées sans sortir de l'esprit et du cadre de la pré-
sente invention. En particulier, bien que la présente invention
est illustrée en se référant 3 une mémoire vive statique SRAM &
haute densité, il est possible d'adapter la présente invention
a d'autres mémoires. Ainsi, on comprendra que la présente in-
vention n'est pas limitée aux formes de réalisation spécifiques
décrites dans la présente description détaillée.

La figure 4 est un schéma de circuit illustrant un
circuit de réparation de cellules de courant de réserve en
panne selon une forme de réalisation de la présente invention,
et la figure 5 est un schéma de circuit illustrant un circuit
de réparation de cellules de courant de réserve en panne selon
une autre forme de réalisation de la présente invention.

~

En se référant a la figure 4, 1l'alimentation de
cellule fournie & chaque cellule de mémoire 30 dans une unité
de colonne, est connectée au circuit de fusible 400 par 1l'in-
termédiaire d'une ligne d'alimentation de cellule. Le circuit
de fusible 400 représente un dispositif de coupure de courant
dans la présente invention. Le circuit de fusible 400 comprend
une résistance 401 et un fusible F31 branchés séquentiellement
entre l'alimentation de cellule et le potentiel de masse, un
premier inverseur 402 comportant une borne d'entrée branchée au
point de connexion entre la résistance 401 et le fusible F31
pour fournir le potentiel de masse aux bornes de résistance de
charge en faisant sauter le fusible F31, dans le cas ou les
cellules de mémoire sont les cellules de courant de réserve en
panne, et un second inverseur 403 branché & la borne de sortie
du premier inverseur 402 pour fournir un niveau de tension voi-
sin de celui de l'alimentation de cellule, aux bornes de grille
de la paire de transistors de précharge M31 et M32, dans le cas
ol le premier inverseur 402 fournit en sortie le potentiel de
masse.

A la figure 4, lorsqu'on détermine que la panne de

courant de réserve se produit dans la colonne 31, on fait sau-
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ter le fusible sectionnable F31 au moyen d'un faisceau laser ou
d'un signal électrique. Le premier inverseur 402 fournit en
sortie un signal de niveau logique "bas". Ensuite, le signal de
niveau logique "bas" est appliqué & l'entrée du noeud 31 de la
figure 1. Par suite, l'alimentation de cellule se trouvant & un
niveau logique "haut" est changée pour passer au niveau du po-
tentiel de la masse, en ne servant donc plus de source de cou-
rant. Le niveau logique "bas" est changé en le niveau logique
"haut" par le second inverseur 403. Le signal logique "haut"
est appliqué aux bornes de grille de la paire de transistors de
précharge M31 et M32 a l'intérieur du circuit de précharge de
lignes de bits 20. Le circuit de précharge de lignes de bits 20
constitué par les transistors PMOS M31 et M32, est coupé et ne
fournit plus de courant a la paire de lignes de bits.

Par suite, la colonne 31 dans laquelle la panne de
courant de réserve se produit est coupée électriquement de la
source de courant et ne génére plus aucune panne de courant de
réserve. La colonne coupée électriquement est remplacée par une
colonne de redondance. Les procédés de réparation de la colonne
de courant de réserve en panne sont bien connus des spécialis-
tes de la question, de sorte que leur explication n'est pas re-
prise dans la présente description détaillée, dans un souci de
briéveté.

De plus, le circuit de fusible 400 se trouve a
l'intérieur d'une forme de réalisation spécifique selon la pré-
sente invention qui peut é&tre construite avec diverses cons-
tructions de circuit différentes de la présente invention. Cela
est évident pour les spécialistes de la question.

En se référant a la figure 5, le circuit de fusible
500 comprend une résistance 502 et un fusible F41 branchés sé-
quentiellement l'un & l'autre ; une porte NON-OU 501 comportant
une borne de sortie branchée au fusible F41, ainsi qu'une borne
d'entrée branchée a un signal de sélection externe ; son autre
borne étant branchée a un premier signal de sélection interne
pour déterminer une cellule de courant de réserve en panne, en
réponse aux signaux de sélection internes et/ou externes ; un
inverseur 503 comportant une borne d'entrée branchée au noeud

de connexion entre la résistance 502 et le fusible F41, pour



10

15

20

25

30

35

2736175

10

fournir 1le potentiel de masse aux bornes de résistance de
charge en faisant sauter le fusible F41, dans le cas ou les
cellules de mémoire sont déterminées comme étant les cellules
de courant de réserve en panne ; et une porte NON-ET 504 dont
une borne d'entrée est branchée & la borne de sortie de 1'in-
verseur 503 et dont 1l'autre borne d'entrée est branchée a un
signal de sélection interne, pour fournir 1l'alimentation de
cellule aux bornes de grille de la paire de transistors de pré-
charge M41 et M42, dans le cas ou l'inverseur 503 fournit en
sortie le potentiel de masse, et pour fournir une tension don-
née aux bornes de grille de la paire de transistors de pré-
charge M41 et M42, en réponse au second signal de sélection
interne, dans le cas ou l'inverseur 503 fournit en sortie
l'alimentation de cellule.

A la figure 5, la colonne est coupée électriquement
de la source de courant par le signal de sélection externe
OPTION , de méme que le dispositif de fusible. De plus, une
colonne arbitraire est branchée électriquement a 1la source de
courant par le signal de sélection interne COL indépendamment
de 1l'état du signal de sélection externe OPTION . Le signal de
sélection externe OPTION est un signal de sélection de mode
pour mettre en oeuvre un test spécifique. Le signal de sélec-
tion interne COL peut utiliser un signal de décodage d'adresse
de colonne. En d'autres termes, le signal de sélection externe
OPTION et le signal de sélection interne COL viennent au ni-
veau du potentiel de masse et toutes les colonnes sont alors
coupées électriquement de la source de courant. Ainsi, l'ali-
mentation de cellule est appliquée au signal COL de la colonne
arbitraire, et seule une unité de colonne arbitraire est bran-
chée a la source de courant, ce qui effectue une détermination
de la panne de courant de réserve de la colonne arbitraire.

Comme décrit ci-dessus, la présente invention pré-
sente l'avantage qu'on évite une panne de courant de réserve
due 3 une alimentation de cellule, et que les cellules de mé-
moire en panne sont remplacées par des cellules redondantes,
car le fonctionnement de la cellule en panne de méme que le
fonctionnement de la source de courant de réserve en panne,

sont complétement coupés.
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Bien que la présente invention ait été décrite ci-
dessus en se référant au mode de réalisation préférentiel, les
spécialistes de la question remarqueront que diverses substitu-
tions et modifications peuvent étre effectuées sans sortir de
l'esprit et du cadre de l'invention telle qu'elle est indiquée
dans les revendications qui suivent.
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REVENDTICATTIONS

1°) Circuit de réparation de cellules de mémoire destiné a étre

utilisé dans une mémoire & semi-conducteurs comportant un cer-
tain nombre de cellules de mémoire (30), chacune des cellules
de mémoire comprenant des bornes de résistance de charge bran-
chées par l'intermédiaire de moyens de limitation de courant,
une paire de transistors d'accés (36, 37) dont les bornes de
drain sont branchées aux bornes de résistance de charge, dont
les bornes de grille sont branchées a une ligne de mots et dont
les bornes de source sont branchées a une paire de lignes de
bits (32, 33), ainsi qu'une paire de transistors de commande
(38, 39) dont les bornes de grille sont & couplage croisé avec
les bornes de drain des transistors d'accés, et un certain nom-
bre de paires de transistors de précharge (21, 22) pour pré-
charger la paire de lignes de bits dans la direction des unités
de colonnes, '
caractérisé en ce qu'il comprend

un dispositif de coupufe de courant (400) pour convertir une
alimentation de cellule fournie aux cellules de mémoire par
l'intermédiaire des bornes de résistance de charge, en un po-
tentiel de masse, et pour couper une alimentation de courant
des transistors de précharge (21, 22) lorsqué les cellules de
mémoire disposées dans la direction des unités de colonnes sont
déterminées comme étant des cellules de mémoire de courant de

réserve en panne.

2°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 1,

caractérisé en ce que

le dispositif de coupure de courant (400) comprend une résis-
tance (401) et un fusible (F31) branchés séquentiellement en-
tre l'alimentation de cellule et la masse ; un premier moyen de
coupure pour couper l'alimentation de cellule alimentant les
cellules de mémoire ; et un second moyen de coupure branché au
premier moyen de coupure pour couper l'alimentation de courant
des transistors de précharge, ce qui permet ainsi de couper si-

multanément l'alimentation de puissance de la cellule de mé-
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moire et l'alimentation de courant des transistors de pré-

charge.

3°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 2,

caractérisé en ce que

le premier moyen de coupure comprend un premier inverseur (402)
comportant une borne d'entrée branchée au point de connexion
entre la résistance (401) et le fusible (F31), pour fournir le
potentiel de masse aux bornes de résistance de charge en fai-
sant sauter le fusible, dans le cas ou les cellules de mémoire
sont les cellules de courant de réserve en panne, et le second
moyen de coupure comprend un second inverseur (403) branché a
la borne de sortie du premier inverseur (402), pour fournir un
niveau de tension voisin de celuil de l'alimentation de cellule,
aux bornes de grille de la paire de transistors de précharge
(M31, M32), dans le cas ou le premier inverseur fournit en sor-

tie le potentiel de masse.

4°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 1,

caractérisé en ce que

le dispositif de coupure de courant effectue une opération de

coupure en réponse d un signal externe.

5°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 1,

caractérisé en ce que

le dispositif de coupure de courant (500) comprend

une résistance (502) et un fusible (F41) branchés séquentielle-
ment l'un a l'autre ; '

un premier dispositif (501) dont la borne de sortie est bran-
chée au fusible, dont une borne d'entrée est branchée a un si-
gnal de sélection externe, et dont l'autre borne est branchée a
un premier signal de sélection interne, pour déterminer une
cellule de courant de réserve en panne en réponse au premier
signal de sélection interne et/ou au signal de sélection ex-

terne ;
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un second dispositif (503) comportant une borne d'entrée bran-
chée au noeud de connexion entre la résistance et le fusible,
pour fournir le potentiel de masse aux bornes de résistance de
charge en faisant sauter le fusible, dans le cas ol les cellu-
les de mémoire sont déterminées comme étant les cellules de mé-
moire de courant de réserve en panne ; et

un troisiéme dispositif (504) dont une borne d'entrée est bran-
chée a une borne de sortie du second dispositif et dont l'autre
borne d'entrée est branchée a un second signal de sélection in-
terne, pour fournir une tension donnée aux bornes de grille de
la paire de transistors de précharge, en réponse a un signal de
sortie du second dispositif et au second signal de sélection

interne.

6°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 5,

caractérisé en ce que

le premier dispositif est une porte NON-OU (501), le second
dispositif est un inverseur (503) et le troisiéme dispositif
est une porte NON-ET (504).

7°) Circuit de réparation de cellules en panne selon la reven-
dication 6,

caractérisé en ce que

la premiére entrée de la porte NON-OU est un signal de décodage
d'adresse de colonne.
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